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摘 要

本論文主要是著重於建立量測太陽電池參數的方法。太陽電池的基本結構是一個p-n接面二極體。入射光子被太陽電池吸

收後產生電子電洞對，少數載子經由擴散的方式到達空乏區，在空乏區內經由內建電場作用到達電極兩端。對轉換效率而

言，較長的少數載子生命期應該會有足夠的擴散長度到達空乏區邊緣。所以我們可以瞭解到太陽電池是取決於少數載子生

命期的元件。為了要瞭解太陽電池的少數載子在半導體材料內部的特性，我們必須量測和評估。在這方面，我們建立表面

光壓技術，內部量子效率方式和開路電壓衰退量測技術來定義少數載子在不同溫度下的擴散長度或生命期。這可以分析轉

換效率和載子生命期或擴散長度彼此之間的關係。

關鍵詞 : 量子效率 ; 開路電流電壓衰退
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